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Programa de la Presentacion

+ Introduccion: Laseres de pulsos
ultracortos en peines de frecuencia.

+ Constituyentes de un laser para pulsos
ultracortos de estado solido.

+ Elementos y criterios de diseio

+ Resultados de los laseres de pulsos
ultracortos desarrollados
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1seres de estado solido Rz

Bombeo del medio de ganancia, Medio de ganancia, con
alto voltaje, corriente eléctrica, absorcion selectiva del
otro laser. bombeo.

Cavidad de laser de estado solido

Laser de I
bombeo

: Elementos de sujecion que
Cavidad resonante con al . PN
: i aseguren la alineacion optica y
menos un semiespejo. . . .
estabilidad mecanica de los

elementos del laser.
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Para laseres de basados en Cr: LiSAF podemos hacer:
1. Bombeo directo con diodos Laser

x0 x1
| |
m ! Cr:LiSAF
N NI~
Modelos A ) U w A
basados en  pio4oLaser C L-£200 L-f75 M

matrices ABCD 1 watt 275mm 65mm 27mm
| | |

Vertical fuera de eje

Vertical en el eje

638 640 642 644 646 648 650 652 654 656
Z axis [mm]
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2. Bombeo con cavidad bombeada por diodos Laser
Diode pump solid state laser, (DPSS)

HR@1064nm HRA HR2z HR@1064nm

HT@B08NM ~~" Ndi:YV0, HT@808nm
Pump —e= %E% ~+—Pump

. . (g,
- CAsugma“f % HR@1064
om [] ensator nm
HR@1064nm ~s  AR@532nm

HR3 "

77 1 — -— oc
i =
Temperature-Controlled Optical Green
Etalon Diode
Qutput

|Beam Paths: | 808 nm — [1084 nm — [1064+532 nm  [532 nm —|

Ring Cavity Resonator of Coherent, Inc. Verdi Green DPSS Laser
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Haz de bombeo y haz intracavidad

50

30 um diametro

a0 .
- Al Uum

100
Posicion del

Cristal o0 CCD 3146 um x 2448 um

127 um

| | | | | | |
638 640 642 644 646 648 650
Z axis [mm]
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Medio de Ganancia

Cristales de Ti-Za y Cr:LiSAF
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Cristales Vibrénicos con emision de amplio espectro

Sistema laser
de 4 niveles

Cr:LiSAF
Ti:Za
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Fuente: W. Koechner, Solid-State Laser engineering,



=3 sTMpPOSIO
kﬂ.. Metrologia

) L2008
Laser de onda continua CW sin control de modos

1 YNNG nancia v "lode Locking”
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Laser pulsado en régimen “mode locking”
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W. Koechner, Solid-State Laser engineering,
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Cavidades lineales y de anillo

Espejo de acoplamiento  cayidad de anillo de 4

/ espejos

Espejos de alta reflexion
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Espejos para Ti-Za, alta reflexion y ancho espectro
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segunda derivada dk/dw
260 ‘

AN
\
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20 Dispersion de segundo -
orden para Cr:LiSAF
220- S -

Cristal

200- .

180- ~_ :

160 - I

Dispersion de segundo orden [fsz/cm]

148.8 0.85 0.9 0.95 1
Longitud de onda [um]

calculo con 8mm TiZa

Material indice a 850 nm angulo de Brewster a 795 nm, 5 mm prisma
TB=artan(n) apice (grados)
Fused Silica 1,4525 55,45 69,09 59,66
BK?7 1,5098 56,48 67,04
LAKL21 1,6326 58,51 62,98 30,72
K5 1,51507 56,57 66,85
F2 1,6067 58,10 63,80
SF11 1,7650 60,47 59,07 11,66
ZnSe 2,5107 68,28 43,43
Cr:LiSAF 1,40 54,41

Ti:Za 1,76 60,40
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Configuracion de anillo , X2 =x5= 300
mm, Frep = 250 MHz

52(1%)) z(a)NL—ijle 100.7 ’;10_
® Py ), W, 100.68-
100.66 -
100.64- i
100.62-
Con esta expresion E 100.6- 2
podemos localizarla < 10058
posicion del cri_stal 100.56- 4
dentro de la cavidad (0054
100.52- .
100.5 4‘2 4;1 52
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Elementos de diseho para un laser de pulsos
ultracortos con aplicacion en metrologia

Acoplamiento del haz de bombeo
al modo fundamental del laser
intracavidad y en la posicion del
cristal

v
N

Cavidad resonante corta
(alta frecuencia de
repeticion).

N
—

Compensacion de la
dispersion, chirped
mirror o prismas de corta
longitud, n ??

Diseno de
cavidad

Localizacion de la posicion del
Cristal de acuerdo a la saturacion de
ganancia y a la sensibilidad del Kerr
Lens
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1.

Construccion de cavidades de anillo de corta longitud y alta
frecuencia de repeticion (mayor a 500 MHz) usando cristales
cortos de TiZa.

Caracterizar los pulsos obtenidos por medio de la construccion de
un autocorrelador con detector de diodo emisor de luz, LED.

Verificar la maxima estabilidad de los pulsos en laser de Cr:LiSAF
usando un laser de bombeo DPSS.

Posible incorporacion de un medio no lineal dentro de |la cavidad a
fin de realizar el Kerr lens en una posicion diferente al del medio
de ganancia.

Una vez caracterizados los pulsos se iniciara la incorporacion de
fibra micro estructurada a fin de obtener la expansiéon del espectro.
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. El bombeo por ambos extremos del cristal de Cr.LiSAF, causa
saturacion de la ganancia, sobre todo cuando el acoplamiento no
es Ooptimo como en el caso del bombeo con DL’s.

2. Para el caso del Cr.LiSAF es adecuada la incorporacion de un
medio no lineal dentro de la cavidad a fin de realizar el Kerr lens
en una posicion diferente al del medio de ganancia.

3. La longitud de onda de emision de Cr:LiSAF es ideal para espejos
de penetracion variable comerciales (chirp mirrors) por lo que se
deberan confirmar anchos de pulsos menores de 100 fs usando
chirp mirrors.

4. Las cavidades de alta frecuencia de repeticion con Ti:Za y chirp
mirrors ha probado ser robustas siempre que sean usados
cristales cortos (~3 mm) y de alta absorcion (5 cm-)
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